nik dan optoelekironik, seperti sitrat |citric acid (CA)]. Kristal gallium-
aya lampak, divais-divais transistor, display,  Ga-citrale-amine yang dilakukan dalam

151 tingg1 dan daya tinggi [1-6]. Beberapa larutan ini kemudian dinetralisir hingg;
SiC, Si, dan sebagainya [7-10], dengan larutan ini, kemudian ditambahkan 1.1
y (MOVPE) |12}, plasma assisted molecular  selama 2 jam, untuk mendapatkan krist
ganic chemical vapor deposition (PA- pengeringan. Kristal kering tersebut kel
digunakan untuk deposisi lapisan GaN
engan leknik sol-gel spin-coating pada Subtral diletakkan di atas spin coaler.
sebagai frekursor N digunakan gas sekitar 1000 rpm selama 2 menit. Lapis:
Ig sederhana dan mudah dalam pada 673 K dalam furnace untuk meng
S lapisan GaN yang berhasil ditumbuhkan,  programable furnace. Temperalur furnc
akterisasi XRD, morfologi diobservasi lingkungan gas nitrogen yang dialirkan

123 K, 1173 K, dan 1223 K selama 3 :
Kekristalan lapisan GaN hasil deposisi d
menggunakan scanning electron micros

fas substrat oplik ditentukan melalui karakterisasi
hkan masih memiliki

1 GaN yang

angal mempengaruhi
al GaN yang lerbentuk
sapphire yang
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